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１．概要（Summary） 

耐熱性に優れた撥水材料として HfO2 が注目されている。

これまでの報告では，ゾルーゲル法やスパッタリング等で

HfO2 皮膜がされているため，表面の平滑性（形状効果）

が濡れ性に影響していると考えられる。そこで ALD 法に

より平滑な HfO2 皮膜を作製し，表面形状効果のない条

件で HfO2 皮膜表面の濡れ性を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

ALD 

・実験方法 

 シリコン基板に ALD法により膜厚約 50 nm の薄膜

を作製した。基板を650 ℃で 30分間加熱処理した後，

水滴接触角を測定した。また，加熱処理した基板を実

験室内で所定時間放置し水滴接触角の変化を調べた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

成膜後の HfO2 皮膜の水滴接触角（前進／後退接触角）

は 69°/5°であった。波長 172 nm の真空紫外光を照射す

ると，水滴接触角はほぼ〜0°/〜0°になり表面は親水状態

になった。これは光酸化により，表面に吸着した有機物が

分解除去されたためであると考えられる。また，650℃で加

熱処理した皮膜は熱酸化により有機物が除去され，同様

に親水性を示した。この基板を約 300 時間，大気中に放

置したところ，放置時間に伴い水滴接触角は〜60°/〜

30°まで増加し，疎水的な表面になった。しかしながら，波

長 172 nm の真空紫外光を再度照射すると，表面が再び

親水状態に戻ったことから，これまでに報告されている

HfO2 の撥水性は表面に付着した有機物が原因であるこ

とがわかった。 
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